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T. Lukasiewicz

APPLICATION OF SIMILARITY THEORY
FOR SINGLE CRYSTAL GROWTH.

Assumptions of similarity theory for physical phenomena have been
described. The most often used similarity numbers also as well as exam-
ple of their implementationin describing Czochralski growth have been
presented.

M. J. Matachowski, M. J. Buda, D. de Cogan

USE OF TLM METHOD FOR NUMERICAL
SIMULATION OF HEAT FLOW.

For computer simulation of heat flow in three dimensional non homoge-
neous medium a TLM (Transmission Line Mattrix) numerical method
has been used. Along the rod, the axis of which is made of different
material than the remaining part of the rod, the time dependence of
temperature distribution has been calculated. The temperature gra-
dient, that was found to be different from zero in the perpendicular
direction to the rod axis, was analyzed.
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R. Stepier, L. Kociszewski, E. Poniriska, K. Harasny

OPTICAL GLASS MELTING IN INDUCTION FURNACE.
LABORATORY SCALE.

Results of technological experiments on induction melting of high ho-
mogeneity optical glass performed in laboratory scale have been presen-
ted. The optimum temperature-time dependence for the melting
process of the phosphate heavy crown PCK - 100 type glass has been
found. The effect of the way and conditions of the glass paste stirring on
its quality has been established.
After many modifications of melting, fining and casting processes, the
best casting method of the melted glass and the optimum temperature-
time waveform of the glass blocks annealing process have been determi-
ned. Induction melting method allows for a labolatory manufacturing of
the optical glass blocks with a high homogeneity, at least in 75 % of their
volume.

P.Bieliriski

INFLUENCE OF TUNGSTEN SKELETON MICROSTRUCTURE
ON ELECTRIC ARC EROSION RESISTANCE OF
W-Ag COMPOSITE MATERIAL

Paper presents some results of electric tests of four series of W-Ag
contacts. Moreover some metallographic observations of contacts after
these tests are discussed. Comparing all results an attempt of defining
the influence of skeleton structure on behaviour of W-Ag composite in
electric arc was done.
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T. JlykacueBuu

[MTPUMEHEHUME TEOPUU ITIOJOBUA B ITPOLIECCE
POCTA KPUCTAJIJIOB.

B pabore npejcraB/ieHbl AOMYIIEHUS TEOPUU MOAO0MS (PU3AUECKHX
3agasyieHui. OnpejesieHsl MOHITHS TOA00MS ¥ CPOACTBA. BBIBEIEHBI
OCHOBHBIE KPUTEPHAJIbHBIE UKUCJIA ¥ IPUBEICH IPUMEDP UX IPUMEHEHUS
IUISL OIIMCAHMS TIPOLECCAa POCTa KPUCTA/IOB METOAOM YOXpaabCKoro.

M. 1. Manaxosckuit, M. Bypa, /1. Koran

[TPUMEHEHUE METOJA TLM JIS1 YUCJIEHHOT'O
MOJEJIMPOBAHUS TEIIJIOBOI'O TEUEHUSL.

Uucnennoit merog TLM (Transmission Line Mattrix) npuMeHsgeTca
I MAaIIMHHOTO MOJE/JIMPOBAHUSI TE€UEHHUS TEIIa B TPEXMEPHOHU
HeogHOpoaHOU cpene. [Ipoanann3upoBaHa BpeMEHHAs 3aBUCHMOCTb
pacnpesiesicHUSl TEMIIEpAaTyphl IO CTEPXHIO, CEpALEBHMHA KOTOPOro
clesaHa M3 JPYroro Marepuasa. Bbla HCClaefoBaH HEHYJIEBOM
TEMIIEPATYPHBIA TPaAUEHT NEPIEHANKYISIPHBIA K OCH CTEPXHS.
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Permapn Cremnuens, Jlonrus KouuueBckui,
EBa ITonuncka, Kpumrod XapacpHbli

BAPKA OIITUYECKOI'O CTEKJIA C UCITOJIb3BOBAHUEM
UHJAYKIIMOHHOH IIEYU. JABOPATOPHBIE YCJIOBH .

[IpuBENEHO PE3YIbTATHI MCCIEA0BATEIbCKO-TEXHOJIOTHUECKUX PaboT
LEJbI0 KOTOPBHIX OBLIO MPOBEPEHHE BO3MOXHOCTH M3TOTOBJIEHUS
ONTUYECKM TOMOTEHHOIO CTEKJIa C MCIOJIb30BAHMEM MHAYKIMOHHOIO
MeToAa Bapku B JabopaTopHbIX ycaoBusx. PaspaboTano
ONTUMAJIbHBIM TEMIIEPATyPHO-BPEMEHHBIM PEXMM IPO- LIECCa BAPKH
cTekJ/1a n30paHHOTO U3 IPYIIbI TSOKEIBIX (POChHATHBIX KPOHOB.

VcTaHoB/ieHO BiMsiHEE Croco0a M MMOC/IeR0BAaTEIbHOCTH IepeMENn-
BaHMS CTEKJ/ISHHOM MacChl BO BpPEMsI BapKM HA KAauyecTBO TOTOBOIO
creksa. ITocsie MHOrMX MOM(UKAIMK TIPOLECCOB BAPKH, OCBETICHHSI
¥ OTJMBKH, YCTAHOBJEHO CAMBIM JYULIUHA CIHOCOO OTIMBKH
NpOBAPEHHOM CTEKJIOMACCHl M pa3paboTaHO ONTUMAJIbHYIO
TEMIEPaTyPHO-BPEMEHHYIO IIOC/IE/JOBAaTEJIbHOCTb MPOLECCa OTXKMIA
CTEKJISTHHBIX 0JIOKOB. MHAYKIMOHHBIA METOJ BApKM MO3BAJISIET, KAk
YCTaHOBJIEHO, Ha J1abopa-TOPHOE U3roTOB/IEHHE 0JIOKOB ONTUUECKOTO
CTeKJIa TOMOTEHHBIX B 759, 00béMa.

I[1.bennaCKMIX

BJIMAHUE CTPYKTYPBI CKEJIETA KOHTAKTHOI'O
KOMIIO3UTA BOJIbOPAM - CEPEGPO HA 9PO3UIO
B DJIEKTPUUYECKOH IVYTE.

B crarpe mpeacTraBJeHO pe3yabTaThl 3JEKTPUUYECKUX TECTOB
NMPOBEJEHHBIX HA YETHIPEX CEPHUIX KOHTAKTHBIX KOMIIO3UTOB
BoJb(PpaM - cepeOpo. OmmcaHbl TOXE pPE3yJbTaThl COOCTBEHHBIX
MeTannorpauueckux MCCAEJOBAHMM KOHTAKTOB IIOCJIE
aJiekTprueckux TectoB. Cresana nmpoda OLEHKY BJIUSHUS CTPYKTYPhI
BOJIb()PaMOBOTO CKeJIETa HA 3KCIJ0ATALMOHHBIE CBOMCTBA
KOMIIO3UTOB.
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Tytul rozprawy: Kompensacja efektéw drugiego rzedu w filtrach z
akustyczng falg powierzchniowa przy uzyciu metod
optymalizacji z ograniczeniami

Uzycie opisanych w literaturze metod kompensacji zjawisk drugiego
rzgdu wystgpujacych w filtrach z akustyczng falg powierzchniowa (AFP;j
moze prowadzi¢ do wzrostu apertury korygowanych przetwornikow mi¢dzy-
palczastych, a tym samym do wzrostu ceny projektowanych filtrow. W pracy
wykazano, ze jest mozliwa skuteczna kompensacja zjawisk drugiego rz¢du
przy zachowaniu stalosci apertury.

Mozliwo$¢ t¢ stwarza zastosowanie metod optymalizacji z ograniczenia-
mi. Przedstawiono algorytm kompensacji zjawisk drugiego rz¢du, ktory za-
pewnia stalo$é apertury. Opracowany algorytm jest iteracyjny. W kazde;j
iteracji wyznaczana jest najpierw charakterystyka czestotliwosciowa filtru -
przy uzyciu matematycznego modelu, ktéry uwzglednia zjawiska drugiego
rz¢du. Nastgpnie dokonuje si¢ korekeji wzoru apodyzacji tak, aby zmniejszy¢
wplyw tych zjawisk na charakterystyke czg¢stotliwosciows. Korekceje t¢ prze-
prowadza si¢, rozwiazujac odpowiednio sformutowane zadanie optymaliza-
cji z ograniczeniami, dobranymi w spos6b gwarantujacy zachowanie statosci
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apertury. Do rozwigzania problemu optymalizacji uzyto metody gradientu
sprze¢zonego z rzutowaniem, wykorzystujgc szczegOlng posta¢ minimalizo-
wanej funkcji i ograniczen, w celu zmniejszenia naktadow obliczeniowych.

Zaproponowano metod¢ modelowania filtru (model matematyczny),
uwzgledniajgcg dwa istotne zjawiska drugiego rzedu: dyfrakcje AFP i oddzia-
tywania filtru z obwodami zewngtrznymi. Zgodnie z przedstawiong metoda,
wzbudzanie i detekcj¢ AFP modelowano przy zastosowaniu quasistatycznej
teorii przetwornika migdzypalczastego, pomijajac tzw. zjawiska koficowe,
zwigzane z gromadzeniem si¢ tadunkow elektrycznych na elektrodach poto-
zonych blisko kraficow przetwornikéw. Przyjeto, iz propagacja AFP jest
oplsywana przez teorlq katowego widma fal ptaskich. Podano wzory umozli-
wiajgce wyznaczenie transmitancji filtru.

W poréwnaniu z innymi metodami modelowania dyfrakcji, ktére uwz-
gledniajg fizyczny mechanizm generacji i detekcji AFP, opracowana metoda
wymaga znacznie mniejszych naktadéw obliczeniowych. Potwierdzono sku-
teczno$¢ zaproponowanego algorytmu kompensacji i przydatno$¢ nowej me-
tody modelowania filtru, konstruujgc miniaturowy filtr telewizyjny
posredniej czgstotliwosci, wdrozony nastepnie do seryjnej produkcji w kraju.
Opracowane algorytmy umozliwily dokonanie syntezy filtru przy uzyciu kom-
putera PC-AT-286. Opisano kolejne etapy syntezy filtru. Poréwnano uzyska-
ne wyniki eksperymentalne i numeryczne.
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KRONIKA

Biuletyn Pdlskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatow (PTWK) 3

W 1995 roku odbedzie si¢ w Holandii 11 Migdzynarodowa Konferen-
cja Wzrostu Krysztatow i 9 Migdzynarodowa Szkota Wzrostu Kryszta-
téw. Oto oficjalna informacja organizatoréw.

1995

The Eleventh International Conference on Crystal Growth ICCG XI.
The Hague (The Netherlands), June 18-23 1995.

Information:

CONGREX Holland BV, Keizersgracht 782, 1017 EC Amsterdam,
The Netherlands, telephone: +31 20 626 1372, fax: +31 20 625 9574.

The Ninth International Summer School on Crystal Growth ISSCG IX.
Arnhem (The Netherlands), June 11-16 1995.

Information:

Prof. Dr. J. P. J. M. van der Eerden, Utrecht University, The Nether-
lands, P.O. Box 80.050, 3508 TB Utrecht, telephone: +31 30 53 3601,
fax: +31 3053 3946

http://rcin.org.pl &



SPROSTOWANIE

W aktykule E.Dabrowskiej, H. Majewskiej i P. Nagtowskiego p.t.

"Filtr telewizyjny poSredniej czestotliwosci z akustyczng fala powierzch-
niow3 typu FTQ-384 do quasiréwnolegtego odbioru fonii"

mylnie wydrukowano dwa rysunki. W miejscu rys. 11 i rys. 12 powinny
si¢ znalez¢ ponizsze:

dB 1 1 I

granice pola tolerancji

, : %
35 40 45
MHz

Rys. 11
Eksperymentalne charakterystyki amplitudowe toréw wizji
filtréow FTQ - 384 ( )i OFWK - 3254 (........... )
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Ponadto podpis pod rysunkiem 7 powinien brzmiec:

"Pozycje przerw miedzyelektrodowych w nadajniku toru wizji filtru FTQ-384."
Podpis pod rysunkiem 8 powinien brzmie¢:

"Pozycje przerw miedzyelektrodowych w nadajniku toru fonii filtru FTQ-384."

Rys. 12
Eksperymentalne charakterystyki amplitudowe toréw fonii

filtrow FTQ - 384 ( )i OFWK - 3254 (...........)

http://rcin.org.pl
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Druk: Zaktad Poligraficzny J. Dymczak S. Prasek
Piastéw ul. Kottataja 10
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Wskazowki dla autoréow

1. Czasopismo ,,Materialy Elektroniczne” jest sktadane technika komputerowa.
Dlatego prosimy autorow o nadsylanie maszynopisu napisanego:

- w pliku na dyskietce, pod edytorem WordPerfect 5.1 lub innym, po uzgod-

nieniu z redakcja (np. ChiWRITER, TAG)

- rysunkow, tablic itp. w pliku utworzonym w jednym z nast¢pujacych edyto-

row graficznych: DrawPerfect, CoreIDRAW!, AutoCAD, SIGMAPLOT oraz

w standardzie HPGL lub innym po uzgodnieniu z redakcja (np. w postaci

obrazu ekranu uzyskanego programem typu GRAB, lub pliku uzyskanego ze

skanera w standardzie TIF).

2. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

3. Artykut powinien by¢ napisany w 2 egzemplarzach na papierze formatu A4,
jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony, z podwdjna
interlinia, wraz z rysunkami - w 1 egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢
nunierowane.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢
umieszczone rysunki.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone streszczenia nie przekraczajace 200
stow, w jezykach polskim, angielskim i rosyjskim. Tytut artykutu winien by¢
réwniez przetlumaczony na te jezyki.

5. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nast¢pujace elementy:
z lewej strony u gory artykutu tytut naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a)
autora(6w), nazwa miejsca pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na srodku
stronicy maszynopisu tytut artykutu.

6. Rysunki: na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, naz-
wisko autora i pierwszy wyraz tytutu artykutu.

6.1. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografig nalezy umieszczac na
oddzielnych stronicach, po tekscie.

6.2. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy.

6.3. W przypadku rysunkéw, wzordw, tablic nie bedacych oryginalnym do-
robkiem autora(6w) nalezy zacytowac zrodto, umieszczajac je w biblio-
grafii.

6.4. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

7. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci
wystepujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, petny tytut
dzieta w oryginale, miejsce wydania, wydawcg, rok, stronice np.:

[1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna w zastosowaniach elektronicznych. War-
szawa: WNT 1991, 126 s.

Dla artykutu nalezy podac kolejno nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut
artykulu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.:

[2] Kamiriski P., Strupiriski W., Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature
on the Concentration of Point Defets in Vapour Phase Epitaxial GaP:N,S. Jour-
nal of Crystal Growth 108, 1991, 3/4, 699-709

8. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wiel-
kosci we wzorach muszg by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy
i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

9. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac w le-
wym marginesie.

10. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskie;j.
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Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materiatow Elektronicz-
nych jest prowadzenie badan naukowych i prac badawczo-rozwo)jo-
wych w zakresie inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego.,
a w szczegdlnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materia-
téw, ich obrébki, mierniciwa oraz efektywnego wykorzystywania dla
poirzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki oraz przystosowywa-
nie wynikdw badan i prac do wdrazania w praktyce.

Dziatalno$¢ Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia
sie w dwdch obsza: acii: w pracach badawczo-rozwojowych | matose-
ryjnej produkcji materiatéw dla elektroniki, telekomunikacii, energetyki,
rolnictwa i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad ele-
mentami elekironicznymi, wytwarzanymi z tych materiatow.

Materiatami, na ktérych koncentruje sie dziatainos¢ ITME sg
materiaty r)éiprzewodnlkowe (Si, GaAs, GaAsP, GaP, InP), imateriaty
elektrooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaFZ, LiINbO,, LiTaO,,
kwarc), materiaty pod%ozowe dla nadprzewodnlkow wysokotemperatu-

rowych, materiaty ceramiczne (na bazie Al 0, i Zr0,), szkia dla tele- ,
Komuanale optyczrej, materiaty kompozytowe pasty (przewodzace ‘
izolujgce i oporowe), czyste metale, zwigzki nieorganiczne i roz- i
puszczalniki. .

W ramach badan aplikacyjnych opracowywane sg w [TME:
potprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody
Schottky'ego), mikrofalowe monolityczne uktady scalone, filtry z
akustycznag falg powierzchniowa, termoelektryczne moduty chtodzace. |

Instytur Technclogii Materiatow Elektronicznych wydaje dwa czaso-
pisma naukowe: kwartalnik ,Materiz'y Elektroniczne”, w ktérym publi- !
kowane sg artykuty dotyczace zakresu dziatania Instytutu, ,Prace
I[TME” - zawierajgce moncgrafie, rozprawy doktorskie i habilitacyne, | 1
oraz wydawnictwa intormacyjne. ¥






